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前  言
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本标准起草单位:洛阳单晶硅有限责任公司。
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硅晶片上浅腐蚀坑检测的测试方法

1 范围

本标准规定了用热氧化和化学择优腐蚀技术检验抛光片或外延片表面因沾污造成的浅腐蚀坑的检

测方法。
本标准适用于检测<111>或<100>晶向的p型或n型抛光片或外延片,电阻率大于0.001Ω·cm。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14264 半导体材料术语

3 术语和定义

GB/T14264界定的术语和定义适用于本文件。

4 方法提要

抛光片或外延片的某些缺陷经过热氧化和择优腐蚀后通过显微镜观察显示出浅腐蚀坑,并用图表

确定和记录腐蚀坑的程度。

5 意义和用途

5.1 高密度腐蚀坑(>104 个/cm2)表明硅晶片上有金属沾污,其对半导体器件加工过程是有害的。

5.2 本测试方法的目的是用于来料验收和过程控制。

6 干扰因素

6.1 腐蚀过程中产生的气泡和腐蚀前不适当的清洗表面会影响观测结果。

6.2 腐蚀液使用量不够会影响观测效果。

6.3 择优腐蚀过程中严重的硅片沾污可阻止p型硅(<0.2Ω·cm)浅腐蚀坑的形成或使其模糊。

6.4 氧化环境沾污严重会增加浅腐蚀坑的密度。

7 仪器设备

7.1 高强度窄束光源:照度大于16klx(1500fc)的钨灯丝,距光源100mm位置光束直径20mm~
40mm。

7.2 氢氟酸防护装备:氟塑料、聚乙烯或聚丙烯烧杯、量筒、镊子、眼罩、围裙、手套和防护套袖。
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